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Аннотация 

Целью работы является определение концентрации заряда, захваченного на 

ловушках в объеме сегнетоэлектрической пленки Hf0,5Zr0,5O2. В работе 

представлено описание структур металл-диэлектрик-полупроводник (МДП), 

дефектов в диэлектрических пленках и методика измерений вольт-фарадных 

характеристик (ВФХ). В результате выполнения работы были 

экспериментально получены ВФХ МДП структур на основе Hf0,5Zr0,5O2. Из 

сдвига гистерезиса ВФХ была определена концентрация захваченного на 

ловушках сегнетоэлектрика заряда. 

Работа была выполнена на установке Keithley 4200-SCS с использованием 

модуля для измерения ВФХ 4210-CVU.  
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